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準試料を独自に作製することで、表面から1nm 以内の領域で深さ情報に依存した LE-ECC 強度を実験的・
理論的側面から定量的に評価・解釈する初の試みについて報告されている。
　本論文は７つの章から構成される。第１章では SEM コントラスト像を定量的に解釈する際の課題につい
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装置について、そして LE-ECC 評価に用いた SEM 分析装置の詳細について述べている。プロセス装置に
ついては、特に、SiC 表面での原子配列を2100℃までの超高温領域で自在に制御可能な熱化学的エッチング
を実現する超高真空炉、および新規耐熱部材である浸炭 TaC で構成された坩堝機能についての概念を示し、














験的に得られる LE-ECC の物理的起源が、SiC 結晶内の Si 原子サイトにより非弾性散乱された入射電子の
弾性多重散乱により概ね再現できることを明らかにした。







期の異なる SiC 多形（3C, 4H, 6H, 8H）を標準試料として用いることにより、結晶内の積層周期の折り返し
位置（ヘキサゴナル・サイト）を表面からの深さ情報マーカーとして導入し、一分子層単位の深さ分解能に














圧を用いた熱化学エッチング法を行い、昇華により SiC 表面歪み層を除去した。無歪み領域での SiC 表












することにより、SiC 結晶内の Si 原子サイトにより非弾性散乱された入射電子の弾性多重散乱により概
ね再現できること、また Si 原子から放出されるオージェ電子についても一部が LE-ECC の生成に寄与
する可能性が示唆される結果が得られた。
　 本 論 文 の 内 容 は， Materials Science Forum、Journal of Vacuum Science and Technology B, MRS-
Advances に著者を主著とする３編の論文が既に公表されており、５編の論文（主著１編、共著４編）が
Materials Science Forum に掲載予定である。その他、３件の特許の出願をしている。また、著者は本内容
について、日本顕微鏡学会「SEM の物理学」講演会での招待講演を始め、EBSD 装置企業が主催する企業
セミナー等でも講師を務めた他、国際学会で５件の発表を行っている。なお本研究の内容は、NEDO「中堅・
中小企業への橋渡し研究開発促進事業」（2015－2016）、課題名「サブナノ結晶配向情報検出ウェハ表面マッ
ピング装置の開発」に採択され、著者が主たる研究者として、パワー半導体分野の材料開発に課題を抱える
多くの主要企業に橋渡しを実際に行い、共同研究等に発展させながら同技術の産業展開に大きな貢献をした。
さらに著者は日本学術振興会特別研究員に採用され、また SPring-8 大学院生提案型課題として３件が採択
されるなど、大学院生として大きな活躍した。
　審査委員は本論文の内容を中心に面接と公開の論文発表会を行い、著者が論文内容と用いた技法について
充分な理解を有するとともに関連する分野についても学識を有し、また将来の研究遂行に対しても十分な能
力を持つことを確認することが出来た。以上のことより、審査委員会は本論文の著者が博士（理学）の学位
を授与されるに足る十分な資格を有するものと判定する。
